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内容概要

　　《碳化硅晶体生长与缺陷》系统地介绍了物理气相输运（PVT）法碳化硅晶体生长与缺陷研究方
面的工作，由碳化硅晶体的多型结构与表征、碳化硅晶体的PVT法生长、气相组分SimCn和碳化硅晶
体的生长机制、碳化硅晶体的结晶缺陷四部分组成。
《碳化硅晶体生长与缺陷》从碳化硅晶体结构出发，把气相组分作为贯穿生长原料分解升华、系统中
的质量／能量输运、生长界面的结晶过程、晶体中缺陷的繁衍与发育等的一条主线，从而使读者
对PVT法碳化硅晶体生长的复杂系统和过程有一个全面的、深入的认识和理解。
　　《碳化硅晶体生长与缺陷》可供从事无机晶体生长研究的科技人员参考，亦可供从事相关领域研
究的科技人员和在学研究生阅读。
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章节摘录

版权页：   插图：    需要指出的是，Hertz—Knudsen方程产生于对凝聚态物质蒸发过程的瞄述，给出了
宏观物理量（气相压强、温度）与微观物理量（粒子的质量、单位面积的蒸发物在单位时间内蒸发的
粒子数）之间的关系。
在凝聚态（液态与固态）物质蒸发过程中，考察的客体只有两个，一个是凝聚相，另一个是气相，构
成凝聚相与气相的是同种粒子，在气相中不存在改变粒子存在形式与性质的反应。
如果在系统中增加一个考察的客体，只要在过程中不发生改变粒子存在形式与性质的反应，
以Hertz-Knudsen方程为基础对过程进行描述仍然是有效的。
例如，在物理气相沉积（physicalvapor deposition，PVD）系统中，考察的客体有三个，一个是作为物
料源的凝聚相，另一个是气相，还有一个是作为目标体的凝聚相。
系统中除了蒸发、输运、沉积这三个物理过程之外，不存在其他的化学或结晶过程。
因此，Hertz—Knudsen方程在PVD法材料制备研究中也得到了很好的应用。
但是，PVT法碳化硅晶体生长过程与PVD过程有着本质区别，表现在：作为物料源的凝聚相（碳化硅
粉体）在一定温度下发生了分解升华，作为目标体的凝聚相在表面（生长界面）上发生了沉积结晶；
在气相中还存在改变气相组分SimCn结构与性质的相互作用。
因此，不能简单地套用Hertz—Knudsen方程来描述生长界面上发生的沉积结晶过程。
 2.6 PVT法碳化硅晶体生长系统的可控变量与间接变量 PVT法晶体生长技术与熔体法、溶液法晶体生
长技术的比较。
本节将对PVT法与其他晶体生长技术（方法）进行比较。
熔体法是一种重要的晶体生长方法，它包括熔体籽晶提拉法（即Czochralski法）和熔体坩埚下降法（
即Bridgman法）。
图2.19（a）给出了熔体法晶体生长系统的示意图。
可以看到，熔体法晶体生长系统具有以下特征：（1）系统中存在液相与固相两个物相，其中液相是
与晶体化学组成相同的熔体，固相是生长着的晶体。
（2）液相与固相之间存在一个界面，即熔体／晶体界面，在晶体生长过程中，发生了熔体粒子通过
结晶过程转变为晶格粒子的相变。
（3）如果把熔体中发生的质量输运和热量输运简化为仅与空间位置相关的函数，熔体／晶体界面过
程就成为熔体法晶体生长研究的最主要的问题。
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编辑推荐

《碳化硅晶体生长与缺陷》可供从事无机晶体生长研究的科技人员参考，亦可供从事相关领域研究的
科技人员和在学研究生阅读。
硅元素和碳元素是大自然赐予人类的两个极为珍贵的物质礼物，我们可以说，如果没有它们，人类社
会的生产和生活活动将会终止。
虽然硅和碳是自然界中最丰量的元素，但在地球长达数十亿年的演化过程中，却没有形成有工业应用
价值的结晶态碳化硅矿物。
迄今为止，人们只是在金刚石或火山岩中发现了少量共生的天然结晶态碳化硅。
实现碳化硅材料的人工制备，包括碳化硅陶瓷材料和碳化硅晶体，并将其运用到社会生产与生活的许
多方面，是人类在近现代材料研究与工业技术领域的一个重大创造。
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